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【はじめに】我々はこれまでに，歪 Siチャネルを用いたショットキーゲート型 SiGe HEMT(High Electron 

Mobility Transistor)の作製を目標とし，環境軽負荷型のスパッタエピタキシー法[1]を用いた歪緩和 4 層

SiGeバッファを提案し[2] [3]，化学気相成長法などと比較して良好な結晶特性を実現している[4]．今回は，

バッファ層の良好な緩和特性と，電子供給層の低温成膜によるドーパントの拡散抑制を両立可能な成膜

プロセス[5]を用いて作製した SiGeHEMTの静特性の測定結果および評価について報告する． 

【実験方法】提案した HEMT の素子構造を図 1に示す．本 SiGe HEMTは，基本的に n-SiGeキャリア供

給層とノンドープの i-Si 歪チャネル層から成る．スパッタエピタキシー法を用いて，歪緩和 4 層 SiGe

バッファを最適成膜温度である 600℃[3]で成膜した後，4層バッファに完全整合する Ge組成比の 5層目

の SiGe を成膜し，その間に基板温度を 410℃まで下げて以降の層を成膜した．その後，Siと SiGe のエ

ッチング速度比を利用し，SiGeをエッチングストッパとして，ゲートリセス構造を形成する手法により

素子化を行った． 

【結果と考察】図 2に，本研究で作成した SiGeHEMT の𝐼𝐷𝑆 − 𝑉𝐷𝑆特性の測定結果を示す．これより，ゲ

ート電圧の印加によるドレイン電流の制御性が得られるデプレッション型の FET の静特性を確認でき

る．これは，ゲートの印加電圧を負方向に大きくしていくことにより空乏層幅が広がり，チャネルの断

面積が小さくなることでドレイン電流が減少する，FET の基本動作に則した結果となった．また，𝑉𝑔𝑠 =

0.4Vのとき相互コンダクタンス𝑔𝑚 = 24 mS/mmを取得した． 
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図 1 素子構造模式図 図 2 SiGeHEMT の𝐼𝐷𝑆 − 𝑉𝐷𝑆特性 
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